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【概要】GaN を用いたヘテロ接合バイポーラトランジスタ(HBT)は大電力動作や線形性が期待で

きる．これまでに，二次元正孔ガス(2DHG)による p-GaN のシート抵抗低減と 2DHG を用いたコ

レクタトップ縦型 GaN-HBT について報告したが，コレクタトップ型構造のため電流増幅率は

0.003 に留まった[1]．本研究では，エピタキシャルリフトオフ法によって-c 面上に 2DHG を用い

たエミッタトップ型 GaN-HBTを作製し，電気特性を評価した． 

【実験及び結果】 +c面の n型 GaN基板にMOVPE 法により n+-GaN([Si]: 1×1018 cm-3，500 nm)，

UID-InGaN(100 nm)，n+-GaN([Si]: 1×1018 cm-3，500 nm)，n+-AlGaN([Si]: 1×1019 cm-3，50 nm)，

UID-GaN(100 nm)，p-GaN([Mg]: 8×1018 cm-3，150 nm)，n-GaN([Si]: 8×1016 cm-3，500 nm)，

n+-GaN([Si]: 1×1018 cm-3，500 nm)を成長させた．次に，Cl2ガスを用いた ICP-RIE にてメサ構造を

形成し，メサ表面と別途用意した基板(支持基板)に張り合わせ用金属(Ti/Au, Al)を EB蒸着または

スパッタによって蒸着した後，アニールする事によってこれらを張り合わせた(N2 雰囲気, 700℃, 

1h)．KOH水溶液と波長 365nm以上の紫外光を用いた UID-InGaN の横方向選択ウェットエッチン

グによって成長基板を剥離し，メサの-c 面を露出させた．露出した-c 面上で ICP-RIE(Cl2)による

ベース層露出エッチング，RTA による p活性化アニール(N2雰囲気, 750℃, 1h)を行った後，EB 蒸

着によってベース電極に Ni/Au(20 nm/200 nm)，エミッタ・コレクタ電極に Ti/Al/Ti/Au(20 nm/100 

nm/30 nm/150 nm)を蒸着し，2DHG を有するエミッタトップ型 HBTを-c面上に作製した(Fig.1)． 

 作製した HBT はトランジスタ動作を示した．ガンメルプロットを Fig.2 に示す．ベース・エミ

ッタ間電圧 8.0V において直流電流増幅率 3.9 を達成し，電流増幅作用を持つ HBT の作製に成功

した．本講演では，その他の特性評価やエピタキシャルリフトオフ法を用いたフリッププロセス

についての報告を行う． 
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Fig.1 Schematic of a fabricated HBT (emitter mesa diameter: 

40μm) 

Fig.2 Gummel plot of a fabricated HBT measured at 

R.T. 
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